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[I. HODNOCEN{JEDNOTLIVYCH KRITERI{

Zadani primérné naroéné
Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Tézisté zadani je predevsim v reSersi a zlepSovani parametr( stavajicich struktur. Zadani nepozaduje navrh nové architektury
obvodu ¢i vétsiho posunu v oblasti I2C driver(. Proto se dle mého soudu jednd o primérné naroc¢né zadani.

SpInéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pripadné uvedte body zadadni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Prdmérné narocné zadani bylo spInéno v plném rozsahu. Bez dalSich pfipominek.

Zvoleny postup fesSeni spravny

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

Redeni se dr#i zadani, podle kterého postupuje v podstaté krok za krokem. Byly ovéem naptiklad analyzovany i dalsi patenty
nad ramec tfi poZzadovanych. Zvoleny postup feseni je logicky a dobfe zdokumentovany. Lze jej tak snadno sledovat a
povaZovat za spravny.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte uroveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a dat
ziskanych z praxe.

Nemam vytek. Autor zdarné prostudoval problematiku 12C a jsou mu znamy i zaklady navrhu integrovanych obvodd.
Odbornou uroven tak hodnotim vyborné.

Formalni a jazykova troven, rozsah prace B - velmi dobie

Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zdpisi obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Celkové velmi zdafila prace. Pozitivné hodnotim pouZziti LaTeXu. Mensi vyhrady mam k drovni anglického jazyka (drobné
chyby a obcas krkolomnéjsi konstrukce — prace se méla nechat zrevidovat zdatnéjsim anglictinarem). Mensi anarchie je
v mezerach mezi hodnotou a jednotkou ¢i kolem rovnitek. Tudiz ddvam velmi dobre.

Vybér zdrojt, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavdni a vyuZivdni studijnich material( k feseni zdvérecné prdce. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radné odliseny od
vlastnich vysledku a tuvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace tplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi a normami.

Jak jsem jiz uvedl vyse, autor prostudoval i patenty nad ramec tii zadanych. VSechny citace jsou fadné uvedeny a vlastni
tvorba je uvedena v separatni kapitole. Nemam tedy vytek.
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Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledku zdvérecné prdce, napr. k trovni teoretickych vysledkt, nebo k trovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupum, experimentdlini zrucnosti apod.
Bez dalSich komentard.

[II. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Prace se mi celkové libi, zadané téma bylo zpracovano petlivé a se zdjmem o danou problematiku. Urovef prace
odpovida znalostem, ktera byly studentovi na FEL CVUT k dispozici po ukonéeni magisterského studia.

Dotazy k obhajobé:

la/ Zadani pozaduje funkénost do 3,6V pficemz vyzaduje realizaci v GPDK180, kde jsou dostupné pouze
tranzistory na 2,5V. (Pozn.: Obvykle max. +10% pro funkcnost na 10 let.) Uvedte vSechny Vam znamé
(destruktivni) mechanizmy priirazu tranzistord typu MOSFET (Pozn.: Simula¢ni modely obvykle tyto jevy
nepokryvajil) pfi provozovani mimo jejich specifikovanou pracovni oblast (SOA).

1b/ Uvedte, které konkrétni tranzistory jsou v ohrozeni ve Vami navrzeném I2C driveru — viz obr. 7.1 na str. 44.

1c/ Slo napétovému pretéZovani (voltage overstress) MOSFET tranzistor(i zabranit? Uvedte Vam zndmé
moznosti/metody omezeni napéti na funkénich MOSFET tranzistorech.

2a/ Ve své praci uvadite nasledujici tvrzeni: ,,...having fast changes of current implies that strong electromagnetic
fields are created, those can be received by another line and disturb the communication...“ (viz str. 2, fadek 8).
Vysvétlete situaci (rozméry vodica a jejich vzdalenost), kterou jste mél na mysli, a uvedte fyzikalni podstatu
procesu zminéného ruseni véetné elementarnich vztahd nutnych pro vypocet tirovné ruseni.

2b/ Demonstrujte (priblizny) vypocet potfebné amplitudy proudu v prvnim vodici (proudové piky v prvnim vodici
pro jednoduchost nahradte sinusovym proudem) tak, aby v druhém vodici doslo ke zméné urovné signalu alespon
0 10% pfi impedanci vedeni 50 Ohm. Zhodnotte uroven rizika pro aplikaci v obvodech vyuZivajicich v 12C

komunikaci.

3/ Vysvétlete mozna provedeni ESD ochrany vystupniho 12C driveru v CMOS technologii.
PredloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 5.6.2017 Podpis: Ing. Richard Stary
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